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Herstellerland: UdSSR

Ubersetzung, bearb.

Feldeffekt~Kleinleistungs-Transistoren

Allgemeines

Die Transistoren KP 303 A - E sind Silizium-Epitexie-Planar-Feldeffekittransistoren mit
diffundiertem fate. ‘ '

Sie sind fir den Einsstz in Rundfunk- und Fernsehgerdften, Empféngern, Verstirkern sowie
filr Anlegen sllgemeiner Anwendung vorgesehen. Die Trenmsistoren KP 303 A, B, W sind spe-
ziell fir den Einsstz im NF-Bereich, die Trensistoren KP 303 D, E im HF-Bereich sowie der
Transistor KP 303 G fir ledungsempfindliche Vorverstérker und Geréte der Kernspekirometrie

vorgesehen. \
Bauform: A4/15 - 4& nach TGL 11811 baw.
C22~2 nach TGL 39546 (hermetisches Metallgehiiuse mit biegsamen
Anschliissen)
Betriebstempersturbereich: Temb = =40 °c pis + 85 ¢
Masgse ) max. 0,5 g

Typstendard ¢ TGL 34167




Grenzwerte (bggp = ~40 °C «o. +85:9C)
Gate~Source-Spannung UGSmaz 30 -V
Gate-Drain-Spannung VUG‘Dm ox 30 v
Drain=Source=Spannung . UDSmax 25 vV
Dreinstrom - IDmeJc 20 mh
Gatestrom IGm&x 5 mh
Verlustleistung ' Phsmex!) 200 oW

(R bei Umgebungstempera;cur bis 35 °C
Bel Temperaturen Uber 35 Oc kann die mex. Verlustleistung durch folgende Formel
bestimmt werden: '

Phsmax = 200 = 1466 (tgp = 25) « JoW/

Elektrische Kennwerte

. Wert MefBbedingungen
Kemngrife Kurz= min. maxe Eine. Ups UGS ID £
zelchen heit v v mh Hz
Vorwdrtssteil- Yo1s mA/V
heit .
KP 303 4, 1 - 4 10 0 T - 50 -
KP 303 B . 1500
KP 303 W 2 5 10 o - 50 =
. : 1500
KP 303 G ' 3 7. 10 0 - 50 =
: - 1500
KP 303D 2,6 - 10 0 - 50 =
, : B} 1500
KP 303 E 4 - 10 0 - 50 =
. 1500
Drain-Source= =1 mh
Kurzschluf= DSS
strom .
KP 303 A, KP 303 B 0,5 255 10 0 - -
KP 303 W 165 5 I 10 0 - -
KP 303G 3 152 . 10 0 = -
KP 303D 3 9 10 0 - .
KP 303 B 5 20 10 0 - -
Gate-Reststrom mlGSS'! g nA
KP 303 A, KP 303 W
KP 303 D, KP 303 Ey
KP 303 B - 1 o] 10 - -
KP 303 G - . 0,1 0 10 - -
Gate-Restistrom ’IGSSZ - 10 /uA 0 =30 - -
Abschniirspan= Up ' v
nung
KP 303 A, KP 303 B 0,5 3 , 10 - 1072 -
KP 303 W 1 4 , 10 - 1072 -
KP 303 G, KP 303 D . i
KP 303 E' 1 -« 8 10 - 1072 -
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Fortsetzung Elekirische Kennwerte
Wert MeBbedingungen
Kenngrife Karz- mine. mexXe Eine Upg Uag I £
zeichen helt Hz
v v mh
Aquivelente Ep nV/VHz
Rauschspennung
KP 303 4 - 30 10 0 & 20
KP 303 B, KP 303 W - 20 10 0 - 103
Mittlere quadra- % - 0,6x10"18] ¢ 10 0 -
tische Rausch- .
ladung
KP 303 ¢
Rauschfaktor F dB
KP 303 D, KP 303 E - 4 - - 3 108
Eingengskapazi- C11S - pF 10 0 - 106
t8t )
Rickwirkungs- - CﬁZS - 2 i3 10 0 - 106
kapazitét

Die folgenden Kurvendarstellungen sind typische Verliufe und. tragen rein informativen

Charekter.

Die Angabe der 95 %-Grenzen dient der Verdeutlichung der mbglichen Streubreite (——

typische Abhingigkeit;
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Bild 3: Vorwdrissteilheit in Abhéngigkeit von

-6 -2

Ups [V

Grenzen der 95 %-Verteilung).

Bild 2: Vorwdrtssteilheit in Abhéngigkeit
von der Drainspannung

mhA
Sats TV
I fmmégnﬁogc
3 .
M
[ N
—— [
2 fo —— 0°
[ .‘ 5066
! ‘125°C
| .
0 04 08 -12 -16 -20 Yes[V

b)
der Gate-Source-Spannung bei

" verschiedenen Umgebungstemperaturen
a) KP 303 G, KP 303 Dy KP 303 E b) KP 303 A, KP 303 By, KP 303 W
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Bild 4: Dreinstrom in Abh#ngigkeit von der Gate-Source-Spannung bel verschiedenen Um-
zebungstemperaturen
) KP 303 G, ¥P 303 D, KP 303 B b) KP 303 A, KP 303 B, KP 303 W
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Bild 5: KurzschluBausgangsleltwert in Avhingigkeit von der Drain-Source=-Spannung
a) KP 303 4, KP 303 B, KP 303 W b) KB 303 G, KP 303 D; KP 303 E
Tinsatzhinwelse

Die Trensistoranschlilsse kénmen bis zu einem minimelen Abstand von 4 mm vom GehBuse ge-

18tet werden. .
Der minimale Abstend zwischen der Biegestelle des Anschlusses {minimaler Biegeradius

1.5 mm) und dem Transistor derf 3 mm betragene.
e ist nicht gestattet, den Transistor gleichzeitig in mehreren Grenzwerten zu betreibene.
Literatur

/17 Trenzistory Castt 4 (Transistoren Teil 4),
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